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Le Réseau Détecteurs Semi-conducteurs IN2P3-IRFU organise
deux demi-journées de rencontre au IP2I Lyon sur les
méthodes de test des semi-conducteurs orientées simulation.

Methodes de test orientées simulation

Les 10 et 11 juin 2021, en collaboration avec I'Institut de Physique des 2 Infinis de Lyon (IP21) *

Programme
Jeudi 10 juin 2021

Session mesures I

Accueil

Introduction

Characterization of radiation induced defects in silicon devices. M. Moll (CERN)

Transient Current Technique measurements as input to simulations tools. G. Kramberger (JSI Slovenia)
Radiation damage effects: characterization techniques and numerical modelling. A. Morozzi (IOM-CNR Perugia)
Pause

Visites virtuelles

Présentation des moyens de caractérisation de semi-conducteurs a I'INL : du matériau au dispositive. F. Calmon,
P. Pittet, N. Chauvin (INL)

Laboratoire des Matériaux Avancés (LMA). L. Pinard (LMA)

Centre de Calcul de I'IN2P3. Frédéric Suter (CC-IN2P3)

Présentation du labo Cryogénique et problématiques générales de R&D. A. Juillard (IP21)

Pause
Session détecteurs cryogéniques

Optimisation des détecteurs des expériences EDELWEISS et Ricochet a I'aide de Comsol. J. Colas (IP21)

Le modélisation des détecteurs de grand volume de Germanium Hyper Pure dans la communauté de spectroscopie
gamma haute resolution (AGATA). J. Liunjvall (I/CLab)

Session logiciels simulation I

AllpixA2 : Un logiciel générique de simulation Monte-Carlo des détecteur pixels semi-conducteurs. M. Benoit (BNL)

Vendredi 11 juin 2021
Session mesures II
Accueil

Utilisation de I'analyse par faisceau d'ions pour la caractérisation de couches minces. S. Sorieul (CENBG)

Nouvelles méthodes d'analyse des détecteur silicium pour étudier les effets des dommages d’irradiation sur les
performances des détecteurs de pixels (SIMS et TLM). T. Saleem (SOLEIL)

Session logiciels simulation II

ECORCE : un outil TCAD pour la modélisation des composants sous radiation. A. Michez (U. Montpellier)
Pause

Garfield++. H. Schindler (CERN)

KDetSim. G. Kramberger (JSI Slovenia)

Weigthfield2: a friendly simulator for Silicon detectors. V. Sola (INFN Torino)

Bilan des journées

L’occasion de découvrir, d’échanger et de comprendre les
dernieres technologies, leurs performances et leurs limites.
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